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Componentes Opticos a
base de SIO, com alto
desempenho optico

Controle do perfil radial da densidade da silica, da morfologia e
distribuicao de tamanho das nanoparticulas que compoe a silica

Neste projeto, estudou-se o0 efeito dos parametros de
deposicao (distancia alvo-macarico, razao dos gases H,/O, e
perfil da superficie de deposicao da preforma) do metodo VAD
(“Vapor-phase Axial Deposition”) sobre a nanoestrutura
(morfologia e distribuicao de tamanho das nanoparticulas) de
preformas de silica (SiIO,) através das técnicas microscopia
eletronica de varredura (MEV) e absorcao de raios-X (ARX).

PROCESSO VAD

. . Preforma Preforma
eposicao Dorosa consolidada

D276-01

SICl, = 150 sccm,
H,/0, = 1,0 a 3,0 (H, = 6000 sccm e O, = 6000 a 2000 sccm

Distancia alvo-macarico = 30 a 57 mm
0 = 42°

PREPARACAO DE AMOSTRAS E CARACTERIZACAO

MEV: Para visualizar a morfologia,
tamanho e forma de aglomeracao
das nanoparticulas de silica;

ARX: Para a obtencao do perfil
radial de densidade.

EFEITO DA DISTANCIA ALVO-MACARICO NA
NANOESTRUTURA DAS PREFORMAS DE SILICA
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Verificou-se que o tamanho meédio das nanoparticulas de silica
tende a ser maior para maiores distancias alvo-macarico, Isto
pode ser observado tanto para o centro quanto para a borda das
preformas analisadas.

EFEITO DA RAZAO H,/0, NA NANOESTRUTURA DAS

PREFORMAS DE SILICA
Qualitativamente, observou-se que a homogeneidade da
nanoestrutura presente no centro e na borda das preformas de
silica aumentou para maiores razoes H,/0O.,.

H,/0, = ,O B = 2,0 H,/0, = 3,0
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Nanoestrutura da borda (figura superior) e do centro (figura inferior) das
preformas depositadas com razao H,/O, de 1,0, 2,0 e 3,0, respectivamente.

CORRELACAO ENTRE O PERFIL DA SUPERFICIE DE
DEPOSICAO E O PERFIL RADIAL DE DENSIDADE DAS
PREFORMAS DE SILICA

-H - T W &2
LT T
s e s Hel = =]
05
;._.I-.E R 1
| £ - & e
i 3 ] = -t
! 3 E i 2, 2 __,_-"""'H _\-‘-H‘n.\_ r
| ok ! { :
- 015 = T
'. &aad !
-]

=l I, . -
— [0 - i ; -~ = -~ 034 i
E o »” " E 035 . \ K ool B 4 \
.: | .H. ..:- --. T ._1 u:..-: : .. ] I.

|
[— Jo32] | —— JosT

. 1 5 05 o g R
—— Joez| | = [ 1033 o] =] (— o

S 2 = - 4 s .I.

|

{

! P aiiilie
I

{

l |

|

= Bl - L= fd.

Correlacionando-se os perfis da superficie de deposicao das
preformas analisadas com o0s correspondentes perfis de
densidade, observou-se gue ambos apresentaram similaridades
geometricas, indicando a existéncia de uma relacao entre esses
parametros. Esta correlacao esta fundamentada na dependéncia
de ambos os perfis sobre a distribuicao da temperatura da
superficie de deposicao da preforma.

CONCLUSAO

= O processo VAD possui potencial para fabricar silica com alta
homogeneidade estrutural;

= Para maiores razoes entre os gases H, e O, a homogeneidade
da nanoestrutura das preformas de silica aumenta e sua
densidade media diminui;

= A distancia alvo-macarico Influéncia na temperatura da
superficie de deposicao da preforma e, conseguentemente, na
nanoestrutura das preformas de silica;

= O formato da superficie de deposicao da preforma pode ser
utilizado para o controle indireto da nanoestrutura da silica em
tempo real de deposicao, sendo o formato “flat” o mais
adequado para uma maior homogeneidade estrutural da silica.
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